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Формальдегид является одним из наиболее распространенных источников загрязнения воздуха внутри помещений, так как широко используется в различных покрытиях строительных материалов и мебели. При длительном воздействии HCHO приводит к хроническим и неизлечимым заболеваниям. Поэтому необходимо точно определять концентрацию формальдегида внутри и вне помещений на уровне ниже ПДКр.з. (0.4 ppm), чтобы снизить его вредное воздействие на организм человека.
Одними из наиболее эффективных материалов для детектирования формальдегида являются полупроводниковые оксиды металлов. Газовые сенсоры на основе полупроводниковых оксидов обладают необходимой чувствительностью для детектирования основных загрязнителей воздуха на уровне соответствующих пороговых значений, однако необходимые для этого рабочие температуры достаточно высоки. В настоящее время перспективным подходом для снижения рабочей температуры газовых сенсоров является использование композитов на основе полупроводниковых оксидов и фотосенсибилизаторов, работающих под воздействием излучения света в УФ и видимом диапазоне.
В качестве фотосенсибилизатора может выступать нанокристаллический TiO2, который под действием УФ излучения проявляет исключительно высокую активность в окислении различных (как органических, так и неорганических) соединений при комнатной температуре. Также взаимное расположение энергетических зон TiO2 и полупроводниковых оксидов SnO2 и In2O3 таково, что при УФ излучении перенос электронов происходит из зоны проводимости TiO2 в зону проводимости соответствующего полупроводникового оксида. Это приводит к эффективному разделению носителей заряда в пространстве и, следовательно, к уменьшению скорости рекомбинации.
В работе нанокристаллические полупроводники SnO2 и In2O3 получены методом осаждения из раствора и затем покрыты слоем TiO2 толщиной 15, 30 и 60 нм методом атомно-слоевого осаждения. Нанесение слоев TiO2 проведено в группе проф. Sang Sub Kim, Inha University, Incheon, Korea. 
Сенсорные свойства чистых полупроводниковых оксидов и полученных композитов были исследованы по отношению к HCHO (0.6-0.3-0.15-0.08-0.06 ppm) в диапазоне температур 300 – 50°С в темновых условиях и при облучении УФ светодиодом (λmax=365 нм). 

Установлено, что модификация SnO2 и In2O3 диоксидом титана приводит к смещению диапазона газовой чувствительности в низкотемпературную область. При этом в данной области увеличивается сенсорный сигнал по отношению к HCHO при УФ облучении. Подсветку осуществляли при постоянном и периодическом режимах. Сравнение сенсорного отклика показало, что периодическая подсветка является более перспективной. Это обусловлено процессами адсорбции и фотодесорбции хемосорбированных ионов кислорода, которые играют ключевую роль в окислении газов восстановителей.
